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@ Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemlsch und daraus hergestelltes strahlungsempfindliches 
Aufzeichnungsmaterial 

Es wird ein positiv arbeitendes strahlungsempfindliches 
Gemisch beschrieben, das als wesentliche Bestandteile 

a) ein bei Bestrahlung eine starke Saure btldendes a-Carbo- 
nyl-a-sulf onyl-diazomethan der allgemelnen Formel 

Ri-C0-C-S0,-R2 I 
II * 

worin 

und R^ voneinander unabhangig einen ggf. substituierten 
AtkyI-, Cycloalkyi-, Aryl- oder Heteroarylatrest bedeuten, 

b) eine Verblndung mit mindestens einer durch Saure spah- 
baren C-O-C oder C-O-Si-Bindung und 

c) ein in Wasser unlosliches, in wiOrlg-alkalischen Ldsun- 
gen Idsliches oder zumlndest quellbares Bindemittel 

■ enthSlt. 

^ Das erfindungsgemifte strahlungsempfindliche Gemlsch 
zeichnet sich durch eine hohe Empfindlichkeit uber einen 
^ weiten Spektralbereich aus. Es zeigt ebenso eine hohe 
Z thermische Stabllitit und bildet bei Belichtung keine korro- 
^ dierenden Photolyseprodukte. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betriff t ein positiv arbeitendes, strahlungsemprmdliches Gemisch. das als wesentiiche Bestand- 
teile 

a)einebeiBestrahlingcinestarkeSaurebHdendeVerb-.^^^^^ oderC-O-Si-Bindungund 
tel 

der Lithographietechniken iuBert sich insbesondere aber in einer Veranderung der Anspnictie 
Materials - Theory and Chemistry- ntroduction '° Mio-ohttograpg, T^^^^ 

d^vo?;«swersS^^^^^ weiten Spektralbereich empfindlich sind und dementsprechend m der l^onveM'onf': 
fen iS^uSaphie ohne EmJfmdHchkeitseinbuBen in den fortgeschrittenen Technolog.en. w.e z. R der 
Mid- Oder Deeo-UV-.Elektronen- Oder Rantgenstrahliithographie,emsetzbarsind. • j„„iica 

'"'oeSlSh^d'fr'iL genannten Z-ammenseuung sind P^^^P^l^^^J:^, "aS'lolT "TIm- msSs; 
^T-yaTTfi. Al ni -^^V At 84 323 44 91628: 46 03 101, den DE-A 23 06 248; 20 lUMZ, z/ loz^^, f ^ „V 
3? s! o5|: 0^2^37 »™*3V 30 785»ri3730787«.ad..EP.A(1006«B6,<IO»6».00 22 571; 

ophilen Sauren. z. B. von HSbF*. HAsFe. oder HPF* (J- V. CnveHo I^o!^. En^^^ ??6oi DE-A Si? 8«l 

K.C,i..n<T«n ^PP.A 02 32 972 DE-A 15 72 089, DE-A 18 17 540, DE-A 19 49 010, US-A 39 12 60b, Ut-A I 'J>^h 
SSerfTOclme^^^^^^ 35 15 552, US-A 35 36 489. US-A 37 79 778 DE-A 27 18 259. 

npTt? 3Vm4 D&>^ M 450 DE-A 23 06 248. DE-A 22 43 621. DE-A 12 98 414 oder Tnchlormethyloxadia- 
z<£tnVa2(DE-f30''2S. M^^^^ DE-A 28 51 472. DE-A 29 49 396. EP- A 1 35 348. EP-A 01 35 863^ 

o-Chinon-diazidsulfochlorideoderOrganomeull-Organohalogen-Kombmationenemp^^^^^ 

Die Verwendung derartiger photolytischcr Saurespender bnngt aber gewisse Nachteile mit sich, die ihre 
EinsatzSSSten in veLhiedenen Anwendungsberefchen drastisch einschranken. So s.nd z.B. v.e!e der 
oruSzS toxisch. Ihre Loslichkeit ist in vielen L6sungsmitteln u^Kurefchend. was m emer f^^^^^d^^ 
Auswahl der Belackungslasungsmittel resultiea Darflber hinaus werden bei Veryrendung der Oniumsalze 2. T, 
une^nSte FremLfome eingefOhrt. die insbesondere in der Mikrolithographie zu ProzeBstfirangen fOhrtn 
kfin^ Fterner Widen sie bei der Photolyse sbhr surk korrodierend wirkende Bronstedt-Sauren.dieden Einsatt 
v^dlSse enAatenden strahlungsempfindlichen Gemischen auf empfindlichen Substraten unbefned.gend ma- 
Ihen Auch die Hatogenverbindungen sowie die Chinondiazidsulfonsaurechlonde b.lden surk korrosiv wirken- 
de Halogenwassci^toffsauren. Femer besitten derartige Verbindungen auf gewissen Substraten nur e.ne be- 
grenae Haltbarkeit. die entsprechend den Lehren der DE-A 36 21 376 in der Vergangenheit dadurch verbesser 
iuSe. daB zwischen Substrat und strahlungsempfmdiicher. Verbindungen des Typs (a) enthaltender Sch.cht 
eine Zwischenschicht eingezogen wurde. was allerdings zu einer unerwOnschten Zunahme yon Defek en und 
einer Verminderung der ProzeBreproduzierbarkeit fOhrt Es bestand darOber hinaus bisher die Auffassung. daB 
Verbindungen des Typs (b) nur durch die oben beschriebenea in der Ochtempfindhchen Schicht gut beweglichen 

^'^Ewe A^Uen v^^^^ M. Houlihan et al, SPIE 920. 67 (1988) haben jedoch gezelgt. AiB neben den oben 
eenannten Saurespendem auch Nitrobenzyltosylate. die bei Belichtung wenig beweghche Sirffomauren biWen. 
in gewissen saurelabilen Resistformulieningen verwendbar sind. Die dabei erzielten EmpRndlichkeiten und die 
thermischeStabilitat der Photoresisteerwiesen sich jedoch als unzureichend , . ^ ., . 

Weeen der aufgefflhrten Nachteile besteht daher ein Bedarf an weiteren photolytisch wirkenden Saurespen- 
dem die als Bestandteile von strahlungsempfindlichen Gemischen die oben beschnebenen Nachteile niqht 
aufweisen und die somit eine ausreichende Reaktivitat und Saurestarke besitzen. um Verbindungen des Typs (b) 
auch bei kurzenBelichtungszeiten in ihre SpaltproduktezuOberfQhreiL . . 

Auteabe der Erfindung war es daher. ein strahlungsempHndliches Gemisch auf Basis von saurebildenden m 
Combination mit saurespaltbaren Verbindungen vorzuschlagen. wobei die photolytisch eine Saure bildende 
Verbindung (a) mOglichst stabil auf alien bekannten Substraten sein sollte und aU Photoprodukt eme nicht 

= BEST AVAILABLE COPY 



] 



DE 39 30 087 Al 



a) eine unter Einwirkung aktinischer Strahlung eine starke pure bildende Verbinduiig^ 

bieine Verbindung mit mindestens einer durch SSure spaltbarenC-O-C- oder C-O-Si-Bindung und 

c) ein in Wasser unlosliches, in waBrig-alkalischcn L5sungen IfisUches oder zumindest quellbares Brndemit- 

tel 

^"oa^erfindungsgemaBe Gemisch ist dadureh gekennzeichnet. daB die bei Bestrahlung eine starke Saure 
bildende Verbindung (a) ein a-Carbonyl-a-sulfony Wiazomethan der ailgemeinen Formel I 

R»— CO— C— SOj— 0) 
II 

R^'S V voneinander unabhangig einen ggf. substituierten AlkyK Cycloalkyl-, Aryl- oder Heteroarylrest 

"^^SfindungsgemaB wird darOber hinaus ein strahlungsempfindliches Aufzeichnungsmaterial vorgeschlagen. 
dasaufeinemTrageralsstrahlungsempFindlicheScWchtdasobenbeschriebeneGem^ 

Das erfindungsgemaBe strahlungsempfmdliche Gemisch zeichnet sich durch eine hohe Empfindhchkeit uber 
einen weiten Spektralbereich aus. Es zeigt eine hohe thermische Stabilitat und schafft die Moglichlceii. auch 
feinste Strukturen einer Vorlage strukturgenau wiederzugeben. Durch die Behchtung werden keine korrodie- 
renden Photolyseprodukte gebildet. so daB das Gemisch auch auf empfindhchen Substratmatenalien Verwen- 

^"po/di^HS des sirahlungsempfindlichen Gemischs konnen Verbindungen der ailgemeinen Formel I 
verwendet werden. in denen R« und R^ je einen voneinander unabhangigen. ggf. substituierten AlkyI-. Cycloal- 
kyl-, einen ggf. substituierten Arylresl oder einen ggf. substituierten Heteroarylrest darstellen. 
Beispiele geeigneter Substituenten R» und R^ in a-Carbonyl-a-sulfonyl-diazomethanen der allgememen For- 

NlVthyK Ethyl-. Propyl-. Butyl-. Pentyl-. Hexyl-. Cyclohexyl-. Nonyl-. Decyl- oder Undecylgruppen. so^e 
deren Stellungsisomere. Benzol und NaphthaUn sowic deren Derivate. in denen cm oder mehrere Wasserstoff- 
atome beispielsweise durch AlkyI-. Alkoxy. AlkoxyalkyI-. Aryl-, Aryloxy-. Arylalkoxy-,H 
Carbonyl-. Carboxyl- oder ahnliche Reste substituiert sind. Besonders bevorzugte Subsotuenten smd Alkyl. 
Alkoxy. Alkoxyalkyl. Halogene, insbesondere Chlor oder Brom. sowie Cyano, wobei Alkyl- bzw. Alkoxyalkylre- 
steinsbesonderelbis3C-AtomeenthaUen. m j 02 - 

Unter den Verbindungen der ailgemeinen Formel I sind solche bevorzugt, m denen R» oder R^ voneinander 
unabhangig einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoff atomen oder einen ggf. substituierten Arylrest aufweisen. und 
mindestens einen der Reste R» oder R^ einen ggf. substituierten Arylrest darstellt. wobei em- oder zweikermge 
Arylreste besonders bevorzugt sind . . . ^ «i j • j ^ 

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der ailgemeinen Formel I, m denen R' und R^ mmdestens emen 
voneinander unabhangigen. ggf. substituierten Arylrest darstellen, insbesondere . 

Methylsulfonyl-benzoyl-diazomethan 
Ethylsulfonyl-benzoyl-diazomethan 
MethylsulfonyI-4-brom-benzoyl-diazomethan 
Ethylsulfonyl-4-brom-benzoyl-diazomethan 
Phenylsulfonyl-benzoyl-diazomethan 
Phenylsulfonyl-m-toluoyl-diazomethan 
Phenylsulfonyl-p-toluoyl-diazomethan 
Phenylsulfonyl-3-methoxy-benzoyl-diazomethan 
Phenylsulfonyl-4-methoxy-benzoyl-diazomethan 
Phenylsulfonyl-3-chlor-benzoyl-diazomethan 
PhenylsulfonyI-4-chlor-benzoyl-diazomethan 
Phenylsulfonyl-2-brom-benzoyl-diazomethan 
Phenylsulfony1-3-brom-benzoy]-diazomethan 
Phenylsulfonyl-4-brom-benzoyl-diazomethan 
Phenylsulfonyl-4-cyano-benzoyl-diazomcthan 
Phenylsulfonyl- 1 -naphthoyl-diazomethan 
Phenylsulfonyl-2-naphthoyl-diazomethan 
P-Tolylsulfonyi-benzoyl-diazomethan 
P-Tolylsulfonyl-m-toluoyl-diazomethan 
P-Tolylsulfonyl-p-toluoyl-diazomethan 
P-TolylsulfonyI-3-methoxy-diazomethan 
P-TolylsulfonyM-methoxy-benzoyl-diazomethan 
P-Tolylsulfonyl-3-chlor-benzoyl-diazomethan 
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P-Tolylsulfonyl-4-chlor-benzoyl-diazomethan 

P-Tolylsulfonyl-2-brom-ben2oyl-diazoinethan 

p.Tolylsulfonyl-3-brom-benzoyl-diazomethan 

P-TolykuIfonyl-4-broin-benzoyl-diazomethan 

P-Tolylsulfonyl-4-cyano-benzoyl-dia2onieihan 

P-TolylsulfonyM-naphthoyl-diazomethan 

P-Tolylsulfonyl-2-naphthoyI-diazomethan 

Diese Verbindungen sind deshalb besonders ^eeign V^i^.^f ,2"^^ ''""^ Photolysereaktivitat 

n^S be«hriebeSe Zusammenfas^^ ihrer Herstellung und E'genschaften wurde von M. Re^^^^^^ G. 
UzSm^T^h'ilMCompomas, Properties and Synthesis". Academic .'^««'9^l''"^°';f ^.f'f ""fA.^^ 
*^S:S?r hinaS wuie ihre Verwendung aU Usungsinhibitoren J^^"^^^^^ 

JS^trsSS?K<^S^^^^^^ 

SlL^7£SsrsS5a^^^^^^^^^^ 

Kmd^nS^a^^^^^^^ P°'itiv arbeitenden «rahlungsemptadlichen Gemi«^^^^^^^^^ 

WennrfSfeirgenr^ Vorstellungen Qber das Ausmafl und die Art <ler 8eb.Wet«n Sauren besteht. so .st 
Sdionauszu^^^^^^ 

rspaenflher den bisher verwendeten photolytisch erzeugten Sturen. wie beispielsweise ChtorwasserstofBau- 
re. Snl^iJ i^^^ Uen Molekulargewichts eine vie! germgere Diffus.onsne.gung bjw. 

Bei^dfchkeUrm erSngsglmaBen straWungsempHndlichen Gemisch. so daB es e.nerse.ts aberraschend war. 
LnfnfhStl aZS^^^^^^^ Bilddifferenzierung erreicht werden konnte. und andererse.B aber 

umZ lS^cS^dJKom^st und damit das AuHdsungsvennagen des ='t'?Wungsempr.ndl.chen 
G^mTschS^rSbarer EmpHndlichkeit noch gesteigert wurde. Weiterhin war es Oberraschend daB d.e 
? r^Snvl a iZSSomethane der allgemeinen Formel I auch durch energiere.che, kurzwe hge Strahlung 

akSv Sr^^^^^^^^ die He«teUung eines hochemP'^*^*r/'°'^"'1^2^^^^^^^ 

Se Ln/2.s"ahlung (248 nm) mdglich ist Insbesondere war es aber unerwartet. daB swgar noch im Bereich der 

JJ^sischeSSenS^^^^^ 

A Tkun?s?hS^ in diesem Zusammenhang jede Strahlung verstai«ien w^*^". ^e^n E^^^^^^ 

mindesttnrder des kurzweUigen sichtbaren Uchts enupricht Geeignet ist dabe. '""besondere UV-Strahlung .m 
S«fcrvon 1 Jo b^^^^^^ bevorzugt von 200 bis 400 nm. besonders bevorzugt von 200 b« 300 nm. aber auch 

^'S^rHrmdl^nf^^^^^^^^^ eingesetzten. z.T. neuen a-Carbonyl-a-sulfonyl-^^^^^ wird 

anSndde^STrfuSenp = Gew.chtste.le): 

I73 GT 4^r^mS&bromid und 16.4 GT Natriumbenzolsuir.nat werden in 250 GT Ethanol suspend.er 
und 5 Stunden zum RflckfluB erhitzt Die noch warme L6sung wird nitriert Nach der Abkuhlung w.rd der 
SldetSSeSlag aSfesaugt und aus Ethanol umkristallisiert Man erhalt 253 GT fast farbloser KLnstalle. 
diesichalsanalysenreinesPhenylsulfonyIK4-brom-ben2oyl).methaneroe.seiL Acetonitril 

10 GT des vorstehend erhaltenen Produkts werden zusamroen m.t 43GT Tosylaz.d .n f> Af"^"""' 
geldst und auf 0»C gekuhlt Zu dieser Mischung werden 2.5 GTTriethylamm derart zugetropft. daB die Tempe- 
fatur unterhalb von 10° C bleibt Die Mischung wird S Stunden be. Raumtemperatur nachgeriihrt und anschhe- 
Send vom Losungsmittel befreit Der Rflckstand winJ in Methylenchlond ""^^^^^ 
100 GT 5% waBriger Natriumhydroxid-Ldsung extrahiert, neutral gewaschen iind ff "^"^"^ 
des Usungsmittels verbleibt ein FesUtof f. der aus Essigester umkHStaOisiert wjrd. J*"" ^-JJ* ^^J^^^ 
Kristalle mit einem Zersetzungspunkt von 122'C,die sich alsanalysenreines Phenylsulfonyl-(4-brombenzoyl)-d«- 
azomethan erweisen. 

Die Analyse dieser Verbindung ergab fblgende Werte: 

?46.02%. H 2.47%. N 7^7%, S 8.76%. Br 2131% 
gef.: 

C 47.1%. H 2.3%. N 7.5%. S 8.4%. Br 22.7% 
'H-NMR(CDa3):7.4-8^ppm(m.9H). 
Xmu(CHCl3)» 242nm. 

Auf analoge Weise lassen sfch die anderen, oben genannten Verbindungen der allgemeinen Formel I herstel- 

Die im erfindungsgemaOen strahlungsempFindlichen Gemisch cnthahenen photolytischen Siurespender k6n- 
nen allein oder in Kombination mit anderen Saurespendem der genannten Klasse Verwendung f.nden. Es s.nd 
aSr auch Kombinationen mit anderen photolytischen Saurespendern m8ghch, wozu sich .nsbesondere d.e m 
dw glelchzeitig eingereichten Anmeldung P . . . beschriebenen a.o-Bis-sulfony!-diazo-methane eignen. 
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Dariiber hinaus lassen sich die erfmdungsgemaBen S W«?der ^^^'se^^^^^ SueooUefsSr^ '^^^ 
^32"f2^^DE"^?^?m ^^^^^^^^ 4o. US-A 39 12 eoe. DE-A 23 17 846^ ij^beso^^re 

SSenS aS^^^ nicht bevorzugt.da in sclchen strahlungsempfindhchen Gemischen d.e emgangs 

2wi^hSlbis25Gew.-%.bevorzugt bei 1 bis ioGew.-%jeweikbeK)genauf dasGesamtgeMnchtderSchich^ 
Ms sTuresSSfba^^^^^^ in dim erf.ndungsgemaBen strahlungsmpHndlichen Gem«ch haben s.ch vor 
aiiem folgende Verbindungsklassen bewahrt: ^ ^ 

ai solche mindestens einer Orthocarbonsaureester- und bzw. oder Carbonsaureamidacetalgruppim^^^^^ 
SoS?;?e vSbSdungen auch polymeren Charaicter haben und die g^nann^n Gru^^^^^^^ als verknUp- 
fende Eiemente in der Hauptkette oder als seitenstSndige Subsutuenten auftreten konnen. 
(.TSu^mT X Polylliem^^^ mit wiederkehrenden Acetal- und/oder Ketalgruppierungen ,n ^ 

cWeSSgen mit mindestens einer Enolether- oder N-AQrtiminocarbonatgruppiening. 

d) cyclische Acetale oder Ketale von P-Keioestern oder -amiden, 

e) Verbindungen mit Silylethergruppierungen, 

nVerbindungenmitSilyl-enolethergruppierungen. . p_^i_ti-_ 

g) Monoacetale bzw. Monoketale, deren Aldehyd- bzw. Ketonkomponente erne Loslichkeit im Entwickler 25 
zwischen 0,1 und 100 g/1 aufweisen, 

h) Ether auf der Basis tertiarerAlkohole und u„aii,„i.«i- 

i) Carbonsaureester und Carbonate tertiSrer. allyhscher oder benzylischer Alkohole. 

n..reh saure soaltbare Verbindungen des Typs (a) als Komponenten strahlungsempfindlicher Gemische sind 
in Ser EP f M S S I u^d der S^^^ 10 842 ausfflhrlich beschrieben. Gemische. die Verbindungen des Typs 
"b) enthalt^n^iSin d» ^^^^ ond 27 18 254 dargestellt Verbmdunf e^des T^ps^^^^ den 

EP-A 00 06 626 und 0006 627 beschrieben. Verbindungen des Typs (d) werden in der EP-A 02 02 196 und 
Verbindungen die dem Typ (e) zuzurechnen sind. in den DE-A 3544 165 und 36 0 264 vorgestelhL Verbmdun- 
TVds n fmdet man n den DE-A 37 30 785 und 37 30 783. wihrend Verbindungen vom Typ (g) in der 
^li%7Zi?S:^lT..uitn. Verbindungen vom Typ (h) we«len B in der Uf-^^^^^ 
und Verbindungen vom Typ (i) z. B. in der US-A44 91 628sowie von J. M.Fr6chetet aUJ. ImagmgSci. 30. 59-64 

^'?s^k6nnen auch Mischungen der genannten saurespaltbaren Materialien eingeselzt werden. Bevorzugt ist 
alleS tin siurespaltbarls Material, das einem der obengenannten Typen zuzuordnen ist. und darunter 40 
be3« dieienigen; die eine durch Saure spaltbare C-O-C-Bindung aufweisen. Besonders bevorzugt smd 
SSMSie^diedenTypen(a),(b).(g)und(i)angeh6ren.UnterTyp(b)s^^^ 

Sf her^iuhebe^: von den saurespaltbaren Materialien des Typs (g) '"^'>«^°"<'"« iXT20^-C 
Aldehyd- bzw. Ketonkompoiiente einen Siedepunkt von gr^Ber als 150»C. vorzugsweise groBer als 200 C. 

""DeTcehalt an saurespaltbarem Material in dem erfindungsgemafien strahlungsempfindlichcn Gemisch sollte 
bei 1 b^ 50 Gew.-%. vorzugsweise bei 5 bis 25 Gew..%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Schicht. 

''^'dTs erfindungsgemaBe strahlungsempfindliche Gemisch enthalt femer mindestens etn polymeres. in Wasser 
unlOsliches. in waBrigen alkalischen Losungen abcr losliches. zumindest aber quellbares Bindemit el. Das Binde- 50 
mittel zeichnet sich im besonderen dadurch aus. daB es die Bestandteile d«M erfrndungsgemiBen strahlungsen^p- 
findnchen Gemisches gut lost und insbesondere im Welleniangenbereich von 190 bis 300 nm erne moglichst 
eerinee Eigenabsorption. d. h. eine hohe Transparenz. aufweist Hierunter fallen msbesondere mcht diejenigen 
Bindemittel auf der Basis von Novolak-Kondensationsharzen, die in der Regel in Kombmation von Naphthoch- 
inondiaziden als photoaktive Komponenten eingesetzt worden sind. Zwar lassen Novolak-Kondensationsharze 55 
nach bildmaBiger Belichtung in den nicht belichteten Bereichen eine Emiedrigung der Loslichkeit gegenuber 
waBrig-alkalischen Entwicklem erkennen. doch ist ihre Eigenabsorption in dem fiir die Belichtung gewunschten 
Welleniangenbereich unerwOnscht hoch. . , „• j • , • 

Die genannten Novolak-Kondensationsharze kOnnen aber in Mischiing mit anderen als Bmdemittel geeigne- 
ten Harzen mit hoherer Transparenz eingesetzt werden. Die Mischungsverhaitnisse nchten sich dabei vorwie- 60 
eend nach der Art des mit dem Novolakharz zu mischenden Bindemittels. Insbesondere spielen dessen Grad an 
Eigenabsorption im genannten Welleniangenbereich. aber auch die Mischbarkeit mit den anderen BMtandteilen 
des strahlungsempfindlichen Gemisches eine entscheidende Rolle. Im allgemeinen kann aber das Bindenuttel des 
erfindungsgemafien strahlungsempfindlichen Gemisches bis zu 30Gew.-%. insbesondere bis zu 20Gew.-%. 
einesNovolak-Kondensationsharzesenthaltea . . xii. u • . « 

Als Bindemittel geeignet sind Homo- oder Copolymere des p-Hydroxystyrols sowie seiner Alkylderivate. z. B. 
des 3-Methylhydroxystyrols. sowie Homo- oder Copolymere anderer Polyvinylphenole. z. B. des 3-Hydroxysty- 
rols cider die Ester oder Amide von Acrylsaure mit phenolischen Gruppen aufweisenden Aromatea Als Como- 

s, 
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nomere im Copolymeren konnen polymerisierbare Verbindungen wie Styrol Melhacnrlsluremcthacnrlat. 
SI S?^nSSruJ3 ^^^^^^^^ 

3 SSiS^lidon. B„tyrolacton:Tetrahydrofuran und MIschungen derselben] gelost Besonders bevor- 

ScSS2l:fun£ T^^^^^^ ab. Ebenso mflsscn die l^semi.tel chem.sch neutral sem. d. h. s.e 

durfen mit den Qbrigen Schichtkomponenten irreversibel reagieren. ^ . , - u ko« ;« A^r ^^<tM 

Sfe iJlil den ^^^^^ des str^thlungsempfindlichen Gemisches entstehenden Losungen haben m der Kegel 

**inenFeststoffffehahvon5bis60Gew.-%.vorzugsweisebis50Gew.-%. . . j • 

ErfiSSgeS wfri femer ein strahlungsempHndliches Aufzeichnungsmatenal beanspnic^^^^^^^^^ im we- 
senStraSemSubstratunddemdaraufau^ 

AJs Substrate kommen alle Materialien in Frage, aus denen Kondensatoren. Halbleiter, mehriagige georuacie 
ScJa tun«n oSeSr^^rte Schaltkreise bestehen bzw. hergesteU. werden konnen. Insbesondere «?d Obejfli- 
SSheSh Sertem und/oder mit Aluminium beschichtetem Siliciummatenal zu nennen. die ggf. auch 
Srt sdn El Sn^^^^^^ aller anderen in der Halbleitertechnologie Oblichen Substrate w.e be.sp.els- 
wdse sSmS oSSenid und Indiumphosphid. Weiterhin kommen die aus der Fluss,6kr.stand>sp ay- 
h!^^ ™ hS^anniM in Frage. wie I B. Glas und Indium-Zinnoxid. femer Metallplatten und -folien 

- SsSSfwriSa^ A^^^^^^^ KupS ZInk-. Bimetall- und Trimeulifolien. aber auch elektrisch mchtle.tende 
Folter<^S mrSten bedampft sind. ggf. mit Aluminium beschichtete SiOrMatenahen und Papier. D.ese 
ISstr;*k6i^neneS^^^^ 

Lr VerbeS^rrg^^^^ Eigenschaften. z. B. der ErhOhung der Hydrophilie. m.t Chem.kal.en behandelt 

'Tn einer besonderen Ausftthrungsform kann das strahlungsempfindliche Gemisch zur besseren Haftung in 
dem Et Oder zwischen dem Resist und dem Substrat einen Haftvermhtler 'I'^ajen. Be. Sd.cmm- b^ 
Siliciumdioxid-Substraten kommen hierfar Haftvermittlcr vom Am.nosilan-Typ. w.e z. B. 3-Am,no-propyltnet- 

'TetTeMt; tSS^^^^^^^^ photomechanischen Aufzeichnungsschichter. wie Druckformen 
for den Hochdruck. Flachdruck und Siebdruck sowie von Reliefkopien. Verwendung finden konnen. smdAlum.- 
"umplauJ^ ggf anodisch oxidiert. gek6mt und/oder silikatisiert. Zinkplatten und Suhlplatten. d.e ggf. ver- 
chromt wurden, sowie Kunststoffolien oder Papier. c l, a 

Das erfindungsgemaBe AufzekAnungsmaterial wird bildmiBIg belichtet Quellen aktinischer Strahlung s.nd: 
Metallhalogenidlampen. Kohlebogenlampen. Xenonlampen und Quecksilberdampflampen. Ebenso kann erne 
Belichtung mit ener^iereicher Strahlung wie Laser-. Elektroncn- oder R6ntgenstrahlung erfolgen._Besonde« 
bevo"ugt sind jeda:h Umpe^ die Ucht einer Welleniange von 190 bis 260 nm ausstrah en konnen. d h. 
insbesondere Xenon- oder/und Quecksilberdampflampen. Darflber hinaus lassen s.ch auch LaserhchtqueUen 
veSS 1 B Excimerlaser, insbesondere KrF- oder ArF-Laser. die bei 249 bzw. 193 nm en».tt.eren. D.e 
StrahlunssQuellen mussen in den genannten Wellenllngenbereichen eine ausrelchende Emissron au'weBen. 

Die Schichtstarke variiert in Abhangigkeit von ihrem Einsatzgebiet Sie betragt zwischen 0.1 und 100 »im. 

*"S.SndSr1rn^^^^^^^ ein Verfahren zur Herstellung eines strahlungsempfmdlichen Aufzeich- 

-..n^mMerials. Das Auftragen des strahlungsempfindlichen Gemisches auf das Substrat kann durch Aufsprtl- 
n'mSSSiichttJ Wahen. Schleuder- und Tauchbeschichten erfolgea Danach wird das Losungsm.ttel 
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bleibt Die Entfemung des Losungsmittels kann ggf. durch Erhitzen der Schicht auf Tempenituren biszum'C 
^Mi£^!SSl Gtmszh kann aber auch zunilchst auf obengenannte Weise auf einen Z^«h;"Jj8e' 
!„f-P^«»M^ «*rden von dem aus e$ unter Druck and erhdhter Temperatur auf das endgUltige Tragermatenal 
^^^^^itCzMtZS^ Simtn grundsatzlich alle auch als Tragermaterialien ausgewiesenen 

lunSemprmdIichen Schicht durch EntwickJung ein Bildmuster freigelegt. mdem die Schicht mit einer Entwick 
lerllsunebehandeltwird. die die bestrahltenBereiche des Materials lost bzw.entfernt 

Jus StSr weTden L6sungen von Reagenzien wie z. B. SUikaten. Metasilikaten Hyd«>x.den Hydrogen- 
bzw DihXgeShaten. C^bonaten bz^. Hydrogencarbonaten. von All^h und/oder '"^X 
S^e von AmLSiumionen. aber auch Ammonlak und dergtei^en verwej^^^^^^ 

werden in der US-A 47 29 941. der EP A 00 62 733, der US-A 46 28 023, der US-A 41 41 733. der EP A 00 97 
Id der EP A 00 23 7Mb^^^^^ 

Zt OlSx 5 ^S-SoS^eL 0,5 bis 5 Gew.-%. bezogen auf das Gewicht der EntwicklerWsui* Mm^^^^^ 
Sreie Emwkkler Werden insbesondere verwendet Den Entwicklem k6nnen ggf. genngere Mengen eines 
Netzmittels zueesetzt sein, urn die Ablosung der belichteten Stellen im Entwickler zu erieichtern. 

STi^SSSeSS werden ggf. nachgehartet Dies geschieht im allgememen dadurch, daB m«. 
die SSS auf einer hot-plate bis zu einer Temperatur unter der nieBtemperatur erhitzt und ansch le- 
SLndSu UvSt Sner Xenon-QuecksUber-Dampnampe (Bereich von 200 bis 250 nm) ganzflachig belichtet 
Dureh d uieN^ Resiststrukturen vernetzt. so dafl die Strukturen eine RieBbestandigkeit 

JgeSen SfezV^^^ von uber 200'C aufweisen. Die Nachhartung kann auch ohne Temperatur- 

^ttrz^XAS':^^^^^^^^^^^^ - Hthographischen 

Prozessw lur H^sSuni integrierter Schaltungen oder von diskreten elektrischen Baustemen. Das aus dem 
Scrhergertdlte TufL.^^^^ dient dabei als Maske fOr die folgenden ProzeBschnttt. Hierunter 

Sn z! B Ktzen desS^Sichttrlgers. die Implantation von lonen in den Schichttrager oder d« Abscheidung 

^"dI^Ss"^^^^^^^^^^^ A"-hl der Erfindung dar. Diese soil daher 

der MikroIUhographie unter Verwendung von Strahlung unterschiedlichster Energje. A"hand der Vjg^^^^^ 
beispiele 9 und 10 wird die Oberiegenheit der erfindungsgemaflen Gemische gegenuber dem Stand der Techmk 
SSl Die Beispiele 11 und 12 dokumentieren die Anwcndbarkeit des Gemisches m gedruckten Schaltungen 
und Flachdruckplatten. 

Beispiel 1 

Es wurde eine Beschichtungsldsung hergcstelli aus 

7^GT eines Kresol-Fomaldehyd-Novolaks mit einemErweichungsberei^^ . 
2fl GT p.Methoxyben2aldehyd-bis(phenoxyeihyl).acetaI. hergestellt analog dem Herstellungsbeispiel I der 
DE.A37 30 787,und 

0.7 GT PhenyIsulfonyl-4-mcthoxybenzoyl-diazomeihan m 
42 GT Propylenglykolmonomethyletheracetat 

Die Losung wurde durch einen Filter mit einem Porendurchmesser von 0^ ^lm filtriert und auf einen mit einem 
Haftvermittler (Hexamethyldisilazan) behandelten Wafer bei 3200 Umdrehungen aufgeschleudert Nach der 
Trocknung auf 1 OO'-C fOr 1 min auf der Hot Plate wurde cine Schichtdickc von U \m erhalten. 

Das Aufzeichnungsmaterial wurde bildmaBig unter einer Vorlage mit der UV-Strahlung emer Xenon-Queck- 
silberdampflampe bei 365 nm mit einer Energie von 80 mj/cm^ belichtet ^ _ 

Entwickelt wurde das Aufzeichnungsmaterial mit einem 03 n alkalischen Entwickler folgcnder Zusammenset- 
zung: 

53 GT Natriummetasilikat x 9 H2O, 
3,4GTTrinatriumphosphat x I2H2O, 
03 GT Natriumdihydrogenphosphat und 
191 GTvollentsalztes Wasser. 

Nach einer Entwicklungsdauer von 60 s erhielt man ein fehlerfreies Abbild der Maske mit steilen Resistfian- 
ken wobei auch Strukturen < 1 jim detailgetreu aufgeldst waren. Eine Untersuchung der Flanken der Resist- 
profile mittels Rastereiektronenmikroskopie belegte. daB diese praktisch senkrecht zur Substratobernache 
ausgerichtet warea 

Beispiel 2 

Es wurde eine Beschichtungsldsung hergestellt aus 

73 GT eines Copolymeren aus Styrol/p-Hydroxystyrol (20/80) mit einem mittleren Molekulargewicht von 
32 000, 
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2.0 GT 3.4-Diinethoxybenzaldehyd>bis(phenoxyethyl)-acetal, hergestellt analog dem Herstellungsbeispie! 1 der 
DE-A 3730 787 und 

0,7 GT Phenylsulfonyl-toluoyl-diazomethan in 
42 GT Propylenglykolmonomethyletheracetot 

Die Losung wurde durch einen Filter mit einem Porendurchmesser von 0,2 nm filtriert und auf einen mit einem 
Haftvermittler (Hexamethyldisilazan) behandelten Wafer bci 3000 Umdrehungen aufgeschleuderL Nach der 
Trocknung auf lOO^C far 1 min auf der Hot Plate wurde eine Schichtdicke von 1.12 >im erhalten. 

Das Aufzeichnungsmaterial wurde bildmaSig unter einer Vorlage mit der UV-Strahlung einer Xenon-Queck- 
silberdampflampe bei 260 nm mit einer Energie von 92 mj/cm^ belichtet und anschlieBend mit dem m Betspiel 1 
beschriebenen Entwickler verarbeiteL , u in*«u««.t«K; 

Nach einer Entwicklungsdauer von 60 s erhielt man ein fehlerfreies Abbild der Maske mit hoher Flankenstabi- 
litat, wobei auch hicr Strukturen < I jim detailgetreu aufgeldst waren. 

Beispiel 3 

Ein entsprechend Beispiel 1 hergestellter Wafer wurde unter einer Vorlage mit UV-Uchi einer Wellenlange 
von 405 nm mit einer Energie von lOOmJ/cm^ bestrahlt Nach der Entwicklung wurde em ongmalgetreues 
Abbild der Vorlage erhalten. 

Beispiel 4 

Der Versuch von Beispiel 3 wurde wiederholt. jedoch wurde UV-Licht einer Wellenlange von 436 nm verwen- 
det Urn ein kantenscharfes Abbild der Vorlage zu erhalten. muBte eine Belichtungsenergie von 250ml/cm 
eingesetzt werden. 

Beispiel 5 



Es wurde eine Beschichtungsl6sung hergestellt aus 

7 5 GT eines 1 : 1 -Copolymeren aus Styrol und Maleimid mit einem Erweichungsbereich von 1 65 bis ISO*' Q 

2.0 GT Benzaldehyd-bis(phenoxyethyl)acetal. hergestellt analog dem Herstellungsbeispiel 1 der DE-A 37 30 787. 

und 

0,7 GT Phenylsulfonyl-(4-chlor-benzoyl)-diazomethan in 
42 GT Propylenglykolmonomethyletheracetat 

Die Losung wurde durch einen Filter mit einem Porendurchmesser von 0.2 jim filtriert und auf einen mit einem 
Haftvermittler (Hexamethyldisilazan behandelten Wafer bei 3700 Umdrehungen aufgeschleudert. 

Nach der Trocknung auf lOO** C far 1 min auf der Hot Plate wurde eine Schichtdicke von 0,98 ^m erhalten. 

Das Aufzeichnungsmaterial wurde bildmiBig unter einer Voriage mit der UV-Strahlung emer Xenon-Queck- 
silberdampflampe bei 260 nm mit einer Energie von 1 20 mj/cm^ belichtet 

Entwickelt wurde das Aufzeichnungsmaterial mit einer 0,02 n waflrigen Losung von Tetramethylammonium- 
hydroxyd, wobei die belichteten Bereiche innerhalb von 60 s rflcksundsf rei abgelost wurden. 

Ein weiteres Mai wurde ein fehlerfreies Abbild der Maske mit steilen Resistflanken erhalten. Der Dunkelab- 
tragwar < 20 nm; auch Strukturen < 1 jim waren detailgetreu aufgeldst 

Beispiel 6 



Es wurde eine Beschichtungsldsung hergestellt aus 

73 GT eines 1 : 1 -Copolymeren aus Styrol und Maleimid mit einem Erweichungsbereich von 165 bis 180*^0. 
2,0 GT 3,4-Methylendioxybenzaldehyd-bis(phenoxyethyl)acetal, 
Ofi GT 2-Naphthoyl-phenylsulfony1-diazomethan in 
42 GT Propylenglykolmonomethyletheracetat 

Die Losung wurde durch einen Filter mit einem Porendurchmesser von 0,2 jim filtriert und auf einen mit einem 
Haftvermittler (Hexamethyldisilazan) behandelten Wafer bei 3500 Umdrehungen aufgeschleudert. Nach der 
Trocknung auf 1 00" C fflr 1 min auf der Hot Plate wurde eine Schichtdicke von 1.00 |im erhalten. 

Das Aufzeichnungsmaterial wurde bildmaQig unter einer Voriage mit der UV-Strahlung einer Xenon-Queck- 
silberdampflampe bei 260 nm mit einer Energie von 1 02 m J/cm^ belichtet 

Entwickelt wurde das Aufzeichnungsmaterial mit einer 0,02 n waBrigen Losung von Tetramethylammonium- 
hydroxyd, wobei die belichteten Bereiche innerhalb von 60 sec rOckstandsfrei abgelost wurden und ein detailge- 
treues Abbild der Voriage erhaltlich war. Die Kantenstcilheit des Bildes war ausgezeichnet 

Beispiel 7 

Es wurde eine Beschichtungsldsung hergestellt aus 
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7.5GTdesinBeispiel2beschriebenenCopolymeren. ^ . , , . 

2,0 GT eines Polyorthoesters, hergesteUt durch Kondensation. von 1 mol 7.7-BishydroxymethylnonanoI mit 

1 mol Orthoameisensauremethylester, 

0^ GT 4-Brombenzoyl-phenylsulfonyl-dia20Tnethan in 

42 GT Propylenglykolmonomethyletheracetat 

Die Ldsung wurde durch einen Filter mit einem Porendurchmesser von oa jim filtriert und auf einen mit einem 
Haftvermittler (Hexamethyldisilazan) bchandelten Wafer bei 3500 Umdrehungen aufgeschleudert Nach der 
Trocknungauf lOO^Cfiir 1 minaufderHotPlatc wurde cine Schichtdickc von 1.04 ^me^^^^ 

Das Aufzeichnungsmaterial wurde bildmiBig unter einer Vorlage mit der UV-Strahlung einer Xenon-Queck- 
silberdampflampebei260nmmiteinerEnergievonU2mI/cm2belichtet 

Entwickelt wurde das Aufzeichnungsmaterial mit einer 0,27 n waBrigen Ldsung von Tetramethylamrnonium- 
hydroxyd, wobei die belichteten Bereiche innerhalb von 60 s rOckstandsfrei abgeldst wurden und em detailge- 
treues Abbild der Vorlage erhaitlich war Unien und Spalten bis herab zu 0.7 jim wurden maskengetreu 
wiedergegeben. 

Beispiel 8 

Das Aufzeichnungsmaterial aus Beispiel 7 wurde mit Synchrotronstrahlung (BESSY, Berlin. 754 MeV) durch 
eine Gold-auf-Silizium-Maske mit einer Dosis von ISOmJ/cm^ bestrahlt Den experimentellen Aufbau findet 
man bei A. Heuberger, Microelectr. Eng, 3. 535 (1985). Nach Entwicklung mit dem in Beispiel 7 beschriebenen 
Entwickler und einer Entwicklungsdauer von 70 sec erhielt man ein ffehlerfreies Bild der Maske bis herab zu 
Strukturen < 0,6 ^m. Die Resistflanken waren praktisch senkrecht zur planaren Substratoberfiache. 

Beispiele 9 und 10 (Vergleichsbeispiele) 

Die Resistformulierung des Beispiels 7 wurde derart abgeandert, daB die dort verwendcte saurebildende 
Verbindung durch die gleicheMenge von 

Triphenylsulfonium-hexanuorophosphat (Beispiel 9) Oder 2-Nitrobenzyltosylat (Beispiel 10) 
ersetzt wurde. Nach einer Belichtung mit Strahlung einer Welleniange von 260 nm und einer Energie von 105 
bzw. 140 mj/cm^ sowie Entwicklung mit einem Entwickler der in Beispiel 1 angegebenen Zusammensetzung 
erhielt man Strukturen, die kcine praxisgerechte Bilddif f erenzierung zeigten. 

Bei Verwendung des Onium-Salzes (Beispiel 9) wurden Strukturen mit sogenanntem UckfuB erhalten, d h. 
Resistreste haften in den belichteten Bereichen am Substrat an, wahrend bei Verwendung des Tosylesters 
(Beispiel 10) Oberflachenvemetzungen sichtbar waren, die die freigclegten Substratfiachen teilweise Qberdach- 
ten. In beiden Fallen waren somit keine akzeptablen Strukturierungen erhaitlich. 

Beispiel 11 

Fur die Herstellung einer Offsetdruckplatte wurde eine Aluminiumfolie mit mechanisch aufgerauhter und 
anodisierter Oberflache mit einer Beschichtungsldsung nachstehender Zusammensetzung schleuderbeschichtet: 

7,5 GT eines Kresol-Formaldehyd-Novolaks mit einem Erwetchungsbereich von 105 bis 120*C, 

23 GT p-Methoxybenzaldchyd-bis(phenoxyethy l)-acetal 

0J5 GT PhenylsulfonyM-brombenzoyl-dtazomethan, 

0,05 GT Kristallviolettbase in 

90 GT PropylenglykolmonomethyleiheracetaL 

Nach dem Trocknen der Schicht (Schichtgewicht ca. 2,5 g/cm^) wurde unter einer positiven Testvorlage 30 s 
belichtet und mit einem Entwickler folgender Zusammensetzung entwickelt: 



03 GT Natriumhydroxyd, 
03 GT Natriummetasilikat x 9 H2O, 
1.0 GT 2-n-Butoxy-ethanol in 
97,7 GT vollentsalztem Wasser. 

Nach Abspulen mit Wasser wurde die Platte durch Oberwischen mit l%iger Phosphorsaure druckfertig 
gemacht Nach dem Einspanhen in eine Druckmaschine wurden 55000 einwandfreie Abdrucke der Vorlage 
erhalten. 

Beispiel 12 

Die Losung eines Atz- und Galvanopositivtrockenresists wurde durch Bereitung nachstehender Zusammen- 
setzung hergesie lit: 

123 GT des in Beispiel 1 1 beschriebenen Novolaks, 

10,0 GT eines oligomeren aliphatischen Polyacetals mit einem mittleren Molekulargewicht yon ca. 1400). 
hergestellt durch Kondensation von Butyraldehyd mit DiethylenglykoL 
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03 GT PhenyIsuIfonyl-4-t-butylbenzoyl-diazomethan, 
0,1 GTKristallviolettin 
25 GTButanon. 

Eine fiir diesen Zweck ubiiche Polyethylenterephthalatfolie von 25 nm Dicke wurde mil dieser Losung 
beschichtet. so daB sich eine Trockenschichtdicke von 18 ^tm ergab. Die Oberflache des trockenen Resistfilms 
wurde mit einer weiteren Polyethylenterephthalatfolie kaschiert Der Trockenfilm wurde nach Abziehen der 
DeckfoUe unter Druck und Warme auf ein Messingblech aunaminierL Nach Abkuhlen und Abziehen der 
Tragerfolie wurde das Blech durch eine Vorlage hindurch belichtet, wobei ein guter Bildkontrast sichtbar wurde. 
Die belichteten Stellen wurden mit einem Entwickler der in Beispiel 1 1 angegebenen Zusammensetzung spruh- 
entwickelt Das Blech wurde anschlieBend mit handelsOblicher Ferrichlorid-L6sung geatzt. bis die zu glatten 
Flanken durchgeatzt sind. Die erhaltenen Formteile kdnnen vordem Vcreinzeln noch weiier bearbeitet werden. 

PatentansprQche 

1. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch, im wesentlichen enthaltend 

a) eine Verbindung, die unter Bestrahlung eine Saurebildet, c- o- ^ 

b) eine Verbindung mit mindestens einer durch SSure spaltbaren C-O-C- oder C-O-Si-Bmdung, 

c) ein in Wasser untosliches, in waBrig-alkalischen Ldsungen losliches oder zumindest quellbares 

Bindemittel, , . . j n 

dadurch gekeiuizeichnet, daB die Verbindung (a) ein o-Carbonyl-a-sulfonyl-diazomethanderivat der allge- 

meinen Formel I 



R'— CO — C— SO2— R' (I) 
II 

ist, in welchem Rt und R2 unabhSngig voneinandcr einen Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl- oder Heteroarylrest 
bedeuten. 

2. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB die 
Reste Ri und R2 der Verbindung der allgemeinen Formel I einen ggf. substituierten Alkyl- oder Cycloalkyl- 
rest, einen ggf. substituierten Arylrest oder einen Heteroarylrest bedeuten. 

3. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach den Anspriichen I oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mindestens einer der Reste Ri und R2 der Verbindung der allgemeinen Formel I einen ggf. 
substituierten Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen oder einen ggf. substituierten Arylrest bedeuten. 

4. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach den Anspriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB mindestens einer der Reste Ri und Ri der Verbindung der allgemeinen Formel I einen substituier- 
ten Arylrest bedeuten. 

5. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Substituenten der aromatischen Reste Ri und R2 aus der Gruppe der Alkyl-, Alkoxy-, 
Alkoxyalkyl-, Cyanoreste oder Halogenatome ausgewahit sind 

6. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach den Anspriichen 1 bis 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Strahlung UV-Licht mit einer Welleniange von 1 90 bis 450 nm verwendet wird. 

7. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach den AnsprOchen 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net. daB als Strahlung UV-Ucht mit einer Welleniange von 200 bis 400 nm verwendet wird. 

8. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach den AnsprOchen 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net. daB die Konzentration der sSurebildenden Verbindung der allgemeinen Formel I 0^ bis 25Gew.-% 
betragL 

9. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach den AnsprOchen 1 bis 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Bindemittel im Welleniangenbereich der Einstrahlung eine Extinktion von < 0,5 ^lm-» aufweist 

10. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach den AnsprOchen 1 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es als Bindemittel bis zu 30 Gew.-%, insbesondere bis zu 20 Gew.-%. eines Novolak-Konden- 
sationsharzes enthalt 

11. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach den AnsprOchen 9 und 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Bindemittel phenolische Hydroxylgruppen enthalt 

12. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach den AnsprOchen 9 bis 11. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB das Bindemittel in einer Konzentration von 60 bis 96 Gew.-%. insbesondere 70 bis 94 Gew.-%, 
im strahlungsempfindlichen Gemisch enthalten ist 

13. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach den AnsprOchen 9 bis 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Bindemittel oberhalb 240 nm eine Extinktion von < 03 nm~* aufweist 

14. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Verbindung der allgemeinen Formel 1 von alien Resistbestandteilen bei 248 nm die hOchste molare Absorp- 
tion aufweist 

15. Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Aufzeichnungsmaterial, im wesentlichen bestehend aus 
einem Trager und einer strahlungsempfindlichen Schicht, dadurch gekennzeichnet, daB die Schicht aus 
einem strahlungshartbaren Gemisch gemaB AnsprOchen 1 bis 14 besteht 
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